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90秒でわかる今週 エグゼクティブサマリー
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半導体後工程:個別発表から認定証拠へ境界が移動
日本語記事15件を棚卸しし、意思決定に重要なテーマを選定した。

シグナル 01 | 材料

CoWoSシリコンインターポーザー|TSMCとGF
の20億ドル契約と量産時期
GlobalFoundriesとTSMCは、AI半導体における先端パッケージ
ングのボトルネック解消に向けて、TSMCのCoWoSエコシステ
ム向けシリコンインターポーザー製造に関する約20億ドルの5年
間契約を締結しました。これによりGlobalFoundriesはニューヨー
ク州マルタの施設で生産能力を大幅に拡大し、2028年前半に量
産を開始する計画です。

シグナル 02 | 接合・組立

HBM4の16層開発状況|SK hynixとSamsung
の技術競争とNVIDIA採用
NVIDIAの次世代AIプラットフォーム「Vera Rubin」が主に12層
HBM4メモリチップを採用すると見られる中、SK hynixと
Samsung Electronicsは次々世代の16層HBM4技術の開発を積極
的に推進しています。特にSamsungは、16層以上のメモリスタッ
クをサポートし、熱抵抗を低減するハイブリッド銅ボンディン
グ技術で先行しています。SK hynixもHBM製品と先端パッケー
ジングの最適化のためTSMCと協力しており、メモリメーカーと
ファウンドリ間の連携がHBM開発の鍵を握っています。

シグナル 03 | 先端PKG

ハイブリッドボンディングの3D測定技術|欠陥
検出による歩留まり向上
先進パッケージング、特にハイブリッドボンディングにおける
未検出の欠陥は、最終製品の重大な障害と高コストにつながる
ため、3D測定技術がその解決策として注目されています。この
技術は、チップレットや高帯域幅メモリスタックなどの複雑な
構造において、微細なバンプの高さや表面プロファイルを高精
度で測定することを可能にします。これにより、組み立て段階
に入る前の初期段階で小さな欠陥を特定し、後の工程での大規
模なアセンブリのリスクとそれに伴う材料・プロセス資源の無
駄を大幅に削減できます。

シグナル 04 | 試験・検査

ABF基板とは|AIチップ大型化による供給不足
と2026年の課題
AIアクセラレータの大型化に伴い、ABF(Ajinomoto Build-up
Film)基板が半導体後工程の新たな供給ボトルネックとして浮上
しています。次世代AIチップ向けABF基板は、2026年までに18
〜20層に多層化する見込みであり、これにより積層、レーザー
穴あけ、電解メッキ、エッチング、アライメントといった製造
工程が著しく増加し、全体の生産時間が大幅に延長されます。
この生産時間の増加と、単一生産パネルにおける基板配置数の
減少が、高度なAIチップの需給バランスを決定する重要な要因
となっています。

編集判断

今週の経営判断は パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定能力 に集中する。自社条件で関連
証拠を再現できる場合だけ次へ進む。

経営の3アクション
1. 事業会社: 熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方式を比較する.
2. 供給企業: 材料、接合、検査、信頼性の工程窓を顧客と共同設計する.
3. 経営層: 歩留まり、反り、熱サイクル、試験時間、能力、原価、認定.

証拠の読み方
FACTは収集記事に書かれた内容、事業への読みとACTIONは編集判断、UNKNOWNは記事だけでは確定しない項目を示す。リンク先が
あることだけで、全主張が独立検証済みとは扱わない。



今週の主要数値 条件付き証拠
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条件と一緒に読む主要数値・証拠5件

20億
A07

数値の条件

GlobalFoundriesとTSMCは、AI半導体における先端パッケージングのボトルネック解消に向け
て、TSMCのCoWoSエコシステム向けシリコンインターポーザー製造に関する約20億ドルの5
年間契約を締結しました。これによりGlobalFoundriesはニューヨーク州マルタの施設で生産
能力を大幅に拡大し、2028年前半に量産を開始する計画です。

12層
A08

数値の条件

NVIDIAの次世代AIプラットフォーム「Vera Rubin」が主に12層HBM4メモリチップを採用する
と見られる中、SK hynixとSamsung Electronicsは次々世代の16層HBM4技術の開発を積極的に
推進しています。特にSamsungは、16層以上のメモリスタックをサポートし、熱抵抗を低減す
るハイブリッド銅ボンディング技術で先行しています。

2026年
A11

数値の条件

AIアクセラレータの大型化に伴い、ABF(Ajinomoto Build-up Film)基板が半導体後工程の新た
な供給ボトルネックとして浮上しています。次世代AIチップ向けABF基板は、2026年までに18
〜20層に多層化する見込みであり、これにより積層、レーザー穴あけ、電解メッキ、エッチン
グ、アライメントといった製造工程が著しく増加し、全体の生産時間が大幅に延長されます。

2027年
A09

数値の条件

AMDのLisa Su CEOは、次世代AIサーバー製品の円滑な出荷を確実にするため、2027年と2028
年を見据え、先端プロセス、パッケージング、および基板の生産能力確保を目指し台湾を訪問
しました。TSMCは2nmプロセスとCoWoS-Lの生産能力拡大を加速すると発表しましたが、実
際の供給ボトルネックはHBMメモリ、ビット出力の劣化、シリコンインターポーザーとパッケー
ジングテストの歩留まりにあります。

4nm
A01

数値の条件

Samsungは、NVIDIAのHBM4パッケージ高さ削減要求に応えるため、HBM4E向けに4nmロジッ
クベースダイとハイブリッド銅ボンディング技術を組み合わせた熱管理ソリューションを開発
しています。この新技術により、従来のHBM3Eと比較して熱抵抗を20%以上削減し、放熱性を
30%向上させ、エネルギー効率を40%改善しました。

数値の読み方
数値は収集記事が示した条件と一緒に掲載する。試験法、寸法、温度、商用段階が異なる値を、条件補正なしで比較しな
い。



境界はどこで動いたか バリューチェーン / 証拠
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バリューチェーンはどこで動いたか
各段階に主テーマと補助テーマを接続する。矢印は装飾ではなく、次工程へ渡す証拠を示す。

1

材料
P01/P06

GlobalFoundriesと
TSMCは、AI半導体にお
ける先端パッケージン
グのボトルネック解消
に向けて、TSMCの
CoWoSエコシステム向
けシリコンインターポー
ザー製造に関する約20
億ドルの5年間契約を締
結しました。

2

接合・組立
P02/P07

NVIDIAの次世代AIプラッ
トフォーム「Vera
Rubin」が主に12層
HBM4メモリチップを採
用すると見られる中、
SK hynixとSamsung
Electronicsは次々世代
の16層HBM4技術の開
発を積極的に推進して
います。

3

先端PKG
P03/P08

先進パッケージング、
特にハイブリッドボン
ディングにおける未検
出の欠陥は、最終製品
の重大な障害と高コス
トにつながるため、3D
測定技術がその解決策
として注目されていま
す。

4

試験・検査
P04/P09

AIアクセラレータの大
型化に伴い、ABF(Ajino
moto Build-up Film)基
板が半導体後工程の新
たな供給ボトルネック
として浮上しています。

5

量産供給
P05/P10

AMDのLisa Su CEOは、
次世代AIサーバー製品
の円滑な出荷を確実に
するため、2027年と
2028年を見据え、先端
プロセス、パッケージ
ング、および基板の生
産能力確保を目指し台
湾を訪問しました。

各受渡しで必要な証拠

材料 → 接合・組立 試験条件、受入基準、故障データ、担当、判断日を渡し、再確認する: 歩留まり、反り、熱サ
イクル、試験時間、能力、原価、認定.

接合・組立 → 先端PKG 試験条件、受入基準、故障データ、担当、判断日を渡し、再確認する: 歩留まり、反り、熱サ
イクル、試験時間、能力、原価、認定.

先端PKG → 試験・検査 試験条件、受入基準、故障データ、担当、判断日を渡し、再確認する: 歩留まり、反り、熱サ
イクル、試験時間、能力、原価、認定.

試験・検査 → 量産供給 試験条件、受入基準、故障データ、担当、判断日を渡し、再確認する: 歩留まり、反り、熱サ
イクル、試験時間、能力、原価、認定.

共通管理点

担当者が関連証拠を再現し、次を記録するまで商用判断へ進めない: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定.



プライオリティマップ 成熟度 / 次の判断場所
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プライオリティマップ:実装成熟度と次の判断場所

次の判断場所（上下は優劣を示さない）

実装成熟度 →

研究 試作 共同評価 製品採用 量産

技術・工程

システム・導入

事業・制度・供給 P01

P02

P03

P04

P05

P06
P07

P08

P09

P10

P01 CoWoSシリコンインターポーザー
|TSMCとGFの20億ドル契約と量産時期
事業・制度・供給 | 根拠: 契約

P02 HBM4の16層開発状況|SK hynixと
Samsungの技術競争とNVIDIA採用
システム・導入 | 根拠: 採用

P03 ハイブリッドボンディングの3D測定技
術|欠陥検出による歩留まり向上
技術・工程 | 根拠: 統合・事業語なし

P04 ABF基板とは|AIチップ大型化による供
給不足と2026年の課題
事業・制度・供給 | 根拠: 生産能力

P05 AMD MI450|2027-28年の2nmプロセス
とCoWoS生産能力の確保
事業・制度・供給 | 根拠: 生産能力

P06 Samsung HBM4E|NVIDIA要件への対応
と2027年の量産時期
システム・導入 | 根拠: 量産

P07 Intel EMIBとは|2.5Dパッケージングの
仕組みとHBM統合
システム・導入 | 根拠: 統合

P08 IbidenのABF基板|AIサーバーCPU・
GPU向け供給不足と2027年予測
システム・導入 | 根拠: 市場

P09 Micron NVHBM|NVIDIA向けカスタム
HBMの性能と電力削減
事業・制度・供給 | 根拠: 標準

P10 Samsung zHBMとは|HBM4の性能向上
と次世代積層技術の課題
技術・工程 | 根拠: 統合・事業語なし

再現可能な配置ルール
横軸は研究・試作・共同評価・製品採用・量産の5段階。縦の帯は次の判断場所を技術・工程、システム・導入、事業・制度・供給に分
ける。まず記事見出しの根拠語を使い、見出しで判断できない場合だけ概要を参照する。上下は影響の大小を意味しない。円径は編集ス
コアを示す。



重点テーマ 01-02 FACT / 事業判断 / ACTION / UNKNOWN
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FACTは収集記事に接続し、事業への読み、ACTION、UNKNOWNは編集判断として分離する。

P01 CoWoSシリコンインターポーザー|TSMCとGFの20億ドル契約と量産時期

A07 | 材料 | 量産 日付未収録

FACT
GlobalFoundriesとTSMCは、AI半導体における先端パッケージ
ングのボトルネック解消に向けて、TSMCのCoWoSエコシステ
ム向けシリコンインターポーザー製造に関する約20億ドルの5
年間契約を締結しました。これによりGlobalFoundriesはニュー
ヨーク州マルタの施設で生産能力を大幅に拡大し、2028年前半
に量産を開始する計画です。この戦略的提携は、AI GPUやアク
セラレータに不可欠なシリコンインターポーザーの米国国内で
の安定供給源を確立し、AI半導体サプライチェーンのレジリエ
ンスを高めるものです。CoWoSの主要コンポーネントであるイ
ンターポーザーは、HBMとロジックダイの高密度統合に不可欠
であり、その供給確保はAI技術の普及に直結します。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP01の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 19/25 | 成熟度 5/5 | 判断場所: 事業・制度・供給

P02 HBM4の16層開発状況|SK hynixとSamsungの技術競争とNVIDIA採用

A08 | 接合・組立 | 製品採用 日付未収録

FACT
NVIDIAの次世代AIプラットフォーム「Vera Rubin」が主に12層
HBM4メモリチップを採用すると見られる中、SK hynixと
Samsung Electronicsは次々世代の16層HBM4技術の開発を積
極的に推進しています。特にSamsungは、16層以上のメモリ
スタックをサポートし、熱抵抗を低減するハイブリッド銅ボン
ディング技術で先行しています。SK hynixもHBM製品と先端パッ
ケージングの最適化のためTSMCと協力しており、メモリメー
カーとファウンドリ間の連携がHBM開発の鍵を握っています。
高性能AIチップの需要がDRAMウェーハ容量を従来の3倍以上消
費するため、AI需要の継続はDRAM供給の逼迫を維持する可能
性が高いです。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP02の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 4/5 | 判断場所: システム・導入



重点テーマ 03-04 FACT / 事業判断 / ACTION / UNKNOWN
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FACTは収集記事に接続し、事業への読み、ACTION、UNKNOWNは編集判断として分離する。

P03 ハイブリッドボンディングの3D測定技術|欠陥検出による歩留まり向上

A10 | 先端PKG | 製品採用 日付未収録

FACT
先進パッケージング、特にハイブリッドボンディングにおける
未検出の欠陥は、最終製品の重大な障害と高コストにつながる
ため、3D測定技術がその解決策として注目されています。この
技術は、チップレットや高帯域幅メモリスタックなどの複雑な
構造において、微細なバンプの高さや表面プロファイルを高精
度で測定することを可能にします。これにより、組み立て段階
に入る前の初期段階で小さな欠陥を特定し、後の工程での大規
模なアセンブリのリスクとそれに伴う材料・プロセス資源の無
駄を大幅に削減できます。製造プロセスの早期段階で欠陥を特
定することは、歩留まり向上と製造コスト削減に不可欠であり、
次世代半導体の信頼性向上に貢献します。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP03の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 4/5 | 判断場所: 技術・工程

P04 ABF基板とは|AIチップ大型化による供給不足と2026年の課題

A11 | 試験・検査 | 製品採用 日付未収録

FACT
AIアクセラレータの大型化に伴い、ABF(Ajinomoto Build-up
Film)基板が半導体後工程の新たな供給ボトルネックとして浮上
しています。次世代AIチップ向けABF基板は、2026年までに18
〜20層に多層化する見込みであり、これにより積層、レーザー
穴あけ、電解メッキ、エッチング、アライメントといった製造
工程が著しく増加し、全体の生産時間が大幅に延長されます。
この生産時間の増加と、単一生産パネルにおける基板配置数の
減少が、高度なAIチップの需給バランスを決定する重要な要因
となっています。結果として、ABF基板の効率的な生産能力確
保が、今後のAIチップ市場の成長を左右するでしょう。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP04の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 4/5 | 判断場所: 事業・制度・供給



重点テーマ 05-06 FACT / 事業判断 / ACTION / UNKNOWN
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FACTは収集記事に接続し、事業への読み、ACTION、UNKNOWNは編集判断として分離する。

P05 AMD MI450|2027-28年の2nmプロセスとCoWoS生産能力の確保

A09 | 量産供給 | 製品採用 日付未収録

FACT
AMDのLisa Su CEOは、次世代AIサーバー製品の円滑な出荷を
確実にするため、2027年と2028年を見据え、先端プロセス、
パッケージング、および基板の生産能力確保を目指し台湾を訪
問しました。TSMCは2nmプロセスとCoWoS-Lの生産能力拡大
を加速すると発表しましたが、実際の供給ボトルネックはHBM
メモリ、ビット出力の劣化、シリコンインターポーザーとパッ
ケージングテストの歩留まりにあります。AMDのMI450シリー
ズAIプラットフォームは、TSMCの2nmプロセスとCoWoSパッ
ケージングを採用しており、2027年にはさらに大量出荷が計画
されています。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP05の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 4/5 | 判断場所: 事業・制度・供給

P06 Samsung HBM4E|NVIDIA要件への対応と2027年の量産時期

A01 | 材料 | 量産 日付未収録

FACT
Samsungは、NVIDIAのHBM4パッケージ高さ削減要求に応える
ため、HBM4E向けに4nmロジックベースダイとハイブリッド
銅ボンディング技術を組み合わせた熱管理ソリューションを開
発しています。この新技術により、従来のHBM3Eと比較して熱
抵抗を20%以上削減し、放熱性を30%向上させ、エネルギー効
率を40%改善しました。同社は2027年初頭に16層HBM4Eスタッ
クの顧客認証を目指しており、HBM市場における競争力を大幅
に強化する見込みです。これは、AI半導体における高性能化と
低消費電力化の鍵となる、積層メモリの熱課題解決に向けた重
要な一歩となります。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP06の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 5/5 | 判断場所: システム・導入



重点テーマ 07-08 FACT / 事業判断 / ACTION / UNKNOWN
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FACTは収集記事に接続し、事業への読み、ACTION、UNKNOWNは編集判断として分離する。

P07 Intel EMIBとは|2.5Dパッケージングの仕組みとHBM統合

A04 | 接合・組立 | 研究 日付未収録

FACT
EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)は、パッケー
ジ基板内に埋め込まれたシリコンブリッジを介して隣接するダ
イを高帯域幅で接続するIntelの2.5Dパッケージング技術です。
この技術は、広範囲のルーティングと電力配分をパッケージ基
板が担いつつ、高帯域幅が求められる部分のみに微細ピッチの
ルーティングを集中させます。EMIBは、チップレットプロセッ
サ、AIアクセラレーター、HPCデバイス、FPGA、およびロジッ
クとHBMを組み合わせたパッケージングに特に適しており、高
密度統合と高性能化を可能にします。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP07の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 1/5 | 判断場所: システム・導入

P08 IbidenのABF基板|AIサーバーCPU・GPU向け供給不足と2027年予測

A14 | 先端PKG | 研究 日付未収録

FACT
Ibidenは、AIシリコンの面積と層数に適合する認定済みハイエ
ンドABF基板容量の深刻な不足により、市場における優位性を
強めています。IntelとAMDのサーバーCPU出荷は、2027年に
新しいプラットフォームの基板面積が56%から63%拡大するこ
とにより、それぞれ36%増、62%増と予測されており、CPUに
おけるABF基板のギャップがさらに拡大する見込みです。特に
GPUとEMIB-Tは最高級の容量を消費しており、Rubinはパネル
あたり12ユニット、TPU V9 / Trainium 4はわずか4ユニットし
か生産できません。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP08の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 1/5 | 判断場所: システム・導入



重点テーマ 09-10 FACT / 事業判断 / ACTION / UNKNOWN
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FACTは収集記事に接続し、事業への読み、ACTION、UNKNOWNは編集判断として分離する。

P09 Micron NVHBM|NVIDIA向けカスタムHBMの性能と電力削減

A05 | 試験・検査 | 製品採用 日付未収録

FACT
Micron Technologyは、NVIDIA向けに開発中のカスタムHBM製
品「NVHBM」において、外部ファウンドリ製のベースダイを
採用することを発表しました。NVIDIAによると、NVHBMはカ
スタマイズされた物理層(PHY)を統合することで、I/O PHYに必
要なパッケージ面積を最大67%削減し、標準HBM4Eと比較して
メモリ帯域幅を最大30%向上させ、HBM消費電力を15%削減し
ます。この戦略は、MicronがHBM製品の収益性を改善しつつ、
高性能AIチップ市場における競争力を強化するものです。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP09の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 4/5 | 判断場所: 事業・制度・供給

P10 Samsung zHBMとは|HBM4の性能向上と次世代積層技術の課題

A03 | 量産供給 | 試作 日付未収録

FACT
Samsung Electronicsは、HBM4においてHBM3Eの2倍のI/O端
子数を実現し、AIアクセラレーターとHBM間のデータ転送速度
を大幅に向上させました。さらに同社は、AIアクセラレーター
の上にメモリを垂直に積層する次世代技術「zHBM」を開発し
ており、HBM5と比較して最大8倍の性能、3倍の電力効率、熱
抵抗を半分以下に削減することを目指しています。このzHBM
は、従来のHBM配置の限界を打破し、データ伝送距離を最小化
することで、AI処理能力の飛躍的な向上をもたらす可能性を秘
めています。

なぜ重要か
判断上の焦点は「パッケージ性能、工程歩留まり、検査、認定
能力」である。見出しだけで採用せず、用途と運用条件で再現
できるかを確認する。

事業への読み
事業会社は現在の認定・調達・製品ロードマップへの影響を比
較する。材料・装置・技術企業は、材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計する。

ACTION
30日以内に、熱・電気・歩留まり・修理・供給の同一条件で方
式を比較する。結果と担当者をP10の評価票へ記録する。

UNKNOWN
記事だけでは確定しない項目: 歩留まり、反り、熱サイクル、
試験時間、能力、原価、認定。

編集スコア 18/25 | 成熟度 2/5 | 判断場所: 技術・工程



プレイブックとロードマップ 担当 / ゲート / 成果物
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関係者別プレイブックと0-5年ロードマップ

関係者 NOW | 0-30日 NEXT | 1-12か月 LATER | 1-5年

事業会社 熱・電気・歩留まり・修理・
供給の同一条件で方式を比
較する

量産相当条件で受入基準と
停止基準を明示して評価す
る。

技術・供給者の変更を吸収
できるポートフォリオと設
計へ移る。

材料・装置・技術企業 材料、接合、検査、信頼性
の工程窓を顧客と共同設計
する

顧客と信頼性・工程窓・故
障解析の共通データを作る。

界面、履歴、ライフサイク
ル支援、回収サービスを標
準化する。

商社・投資・法務 Map 歩留まり、反り、熱サ
イクル、試験時間、能力、
原価、認定.

能力、品質、変更通知、責
任、代替、撤退を契約へ入
れる。

地域・技術・顧客の集中リ
スクを分散する。

ロードマップ

NOW | 0-30日

証拠台帳
担当: Strategy + quality
成果物: claim, source, condition,
owner

NOW | 0-30日

リスク選別
担当: Procurement + legal
成果物: unknowns, alternatives, stop

NEXT | 1-12か月

共同認定
担当: R&D + supplier
成果物: 工程窓・故障データ

NEXT | 1-12か月

商用ゲート
担当: Business + finance
成果物: 単位採算・供給能力

LATER | 1-5年

プラットフォーム戦略
担当: 経営
成果物: ポートフォリオ・界面ロードマッ
プ

LATER | 1-5年

サービス層
担当: Operations + channel
成果物: 監視・保守・回復

Go / No-Goゲート

ゲート 担当 必要な証拠 中止条件

G1 証拠 品質 出典・試験条件・再現性 追跡可能な証拠なし

G2 統合 研究開発 界面・工程窓・故障解析 システム条件を満たさない

G3 商用 事業 能力・総原価・契約・代替 採算または供給が成立しない

G4 運用 運用 監視・保守・変更通知・撤退 責任ある運用計画なし
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分析対象記事 | 01-08件目
全記事の正式タイトルと元記事URLを省略せず表示する。URLは折返しても全文を保持し、クリックできる。

ID 記事タイトル(全文) 元記事URL(全文・クリック可能)

A01 Samsung HBM4E|NVIDIA要件への対応と2027年の量産時期 https://eastasiabrief.com/semiconductors/samsung-revamps-hbm-ther
mal-packaging-challenge-tsmc-supply-lead-559

A02 SamsungとSK HynixのHBM特許|パッケージング技術の違い https://finance.biggo.com/news/e9f952bd-5cef-43b9-b4f6-2da0d476dad
e

A03 Samsung zHBMとは|HBM4の性能向上と次世代積層技術の課題 https://www.mk.co.kr/en/business/12167424

A04 Intel EMIBとは|2.5Dパッケージングの仕組みとHBM統合 https://www.bestpcbs.com/blog/2026/10/emib/

A05 Micron NVHBM|NVIDIA向けカスタムHBMの性能と電力削減 https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=14372

A06 Ultra C vac-p/ECP ap-p|PLPの洗浄・めっき課題と歩留まり改善 https://chiplet-marketplace.com/insights/expert-perspectives/overcomi
ng-cleaning-and-plating-challenges-in-panel-level-packaging-and-manuf
acturing

A07 CoWoSシリコンインターポーザー|TSMCとGFの20億ドル契約と量
産時期

https://www.idcnova.com/news/GlobalFoundries-and-TSMC-Sign-2B-AI-
Packaging-Deal-to-Scale-CoWoS-Capacity

A08 HBM4の16層開発状況|SK hynixとSamsungの技術競争とNVIDIA
採用

https://m.koreaherald.com/article/10897751

https://eastasiabrief.com/semiconductors/samsung-revamps-hbm-thermal-packaging-challenge-tsmc-supply-lead-559
https://eastasiabrief.com/semiconductors/samsung-revamps-hbm-thermal-packaging-challenge-tsmc-supply-lead-559
https://finance.biggo.com/news/e9f952bd-5cef-43b9-b4f6-2da0d476dade
https://finance.biggo.com/news/e9f952bd-5cef-43b9-b4f6-2da0d476dade
https://www.mk.co.kr/en/business/12167424
https://www.bestpcbs.com/blog/2026/10/emib/
https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=14372
https://chiplet-marketplace.com/insights/expert-perspectives/overcoming-cleaning-and-plating-challenges-in-panel-level-packaging-and-manufacturing
https://chiplet-marketplace.com/insights/expert-perspectives/overcoming-cleaning-and-plating-challenges-in-panel-level-packaging-and-manufacturing
https://chiplet-marketplace.com/insights/expert-perspectives/overcoming-cleaning-and-plating-challenges-in-panel-level-packaging-and-manufacturing
https://www.idcnova.com/news/GlobalFoundries-and-TSMC-Sign-2B-AI-Packaging-Deal-to-Scale-CoWoS-Capacity
https://www.idcnova.com/news/GlobalFoundries-and-TSMC-Sign-2B-AI-Packaging-Deal-to-Scale-CoWoS-Capacity
https://m.koreaherald.com/article/10897751


分析対象記事一覧 2/2 正式タイトル / 元記事URL全文
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分析対象記事 | 09-15件目
全記事の正式タイトルと元記事URLを省略せず表示する。URLは折返しても全文を保持し、クリックできる。

ID 記事タイトル(全文) 元記事URL(全文・クリック可能)

A09 AMD MI450|2027-28年の2nmプロセスとCoWoS生産能力の確保 https://finance.biggo.com/news/8000d2dd-5ad9-4964-96c2-40c8489066
17

A10 ハイブリッドボンディングの3D測定技術|欠陥検出による歩留まり
向上

https://semiengineering.com/finding-critical-defects-before-they-becom
e-costly-failures-process-control-for-hybrid-bonding-and-advanced-pac
kaging/

A11 ABF基板とは|AIチップ大型化による供給不足と2026年の課題 https://techsoda.substack.com/p/dr-change-column-15-as-chips-get

A12 ガラス基板の量産時期|Intel・TSMC・Samsungの2026年展開 https://www.simpletechtrend.com/en/post/tgv-glass-substrate-2026-ad
vanced-packaging-en

A13 Towaの新工場投資|AIパッケージング装置の供給能力と2029年稼
働

http://www.globtechwire.com/articles/towa-plans-new-japan-factory-as
-ai-chip-demand-drives-advanced-packaging

A14 IbidenのABF基板|AIサーバーCPU・GPU向け供給不足と2027年予
測

https://fundaai.substack.com/p/deepibiden-the-substrate-sellers

A15 Elephantechの先進パッケージングセンター|AI基板の2027年増産 https://evertiq.com/design/2026-10-08-elephantech-to-open-advanced-
packaging-centre-in-tokyo

https://finance.biggo.com/news/8000d2dd-5ad9-4964-96c2-40c848906617
https://finance.biggo.com/news/8000d2dd-5ad9-4964-96c2-40c848906617
https://semiengineering.com/finding-critical-defects-before-they-become-costly-failures-process-control-for-hybrid-bonding-and-advanced-packaging/
https://semiengineering.com/finding-critical-defects-before-they-become-costly-failures-process-control-for-hybrid-bonding-and-advanced-packaging/
https://semiengineering.com/finding-critical-defects-before-they-become-costly-failures-process-control-for-hybrid-bonding-and-advanced-packaging/
https://techsoda.substack.com/p/dr-change-column-15-as-chips-get
https://www.simpletechtrend.com/en/post/tgv-glass-substrate-2026-advanced-packaging-en
https://www.simpletechtrend.com/en/post/tgv-glass-substrate-2026-advanced-packaging-en
http://www.globtechwire.com/articles/towa-plans-new-japan-factory-as-ai-chip-demand-drives-advanced-packaging
http://www.globtechwire.com/articles/towa-plans-new-japan-factory-as-ai-chip-demand-drives-advanced-packaging
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#01 Samsung HBM4E｜NVIDIA要件への対応と

2027年の量産時期

概要

Samsungは、NVIDIAのHBM4パッケージ高さ削減要求に応えるため、HBM4E向け

に4nmロジックベースダイとハイブリッド銅ボンディング技術を組み合わせた熱管理

ソリューションを開発しています。この新技術により、従来のHBM3Eと比較して熱抵

抗を20%以上削減し、放熱性を30%向上させ、エネルギー効率を40%改善しました。

同社は2027年初頭に16層HBM4Eスタックの顧客認証を目指しており、HBM市場に

おける競争力を大幅に強化する見込みです。これは、AI半導体における高性能化と低

消費電力化の鍵となる、積層メモリの熱課題解決に向けた重要な一歩となります。

公開日 2026年10月06日  East Asia Brief  韓国



詳細

主要成果

Samsung Electronicsは、NVIDIAが要求するHBM4パッケージ高の775マイクロメー

トルという厳格な基準に対し、HBM4E向けに革新的な熱管理ソリューションを開発し

ました。この新技術は、4nmプロセスで製造されたロジックベースダイと、高性能なハ

イブリッド銅ボンディング（HCB）技術を統合することにより、HBM3Eと比較して熱

抵抗を10%削減し、放熱性を30%向上、さらにエネルギー効率を40%改善するという

画期的な成果を達成しています。

技術詳細

SamsungのHBM4E向けソリューションは、主に二つの主要技術で構成されています。

一つは、高性能AIアクセラレーターとのデータ転送を担うベースダイに、最先端の4nm

ロジックプロセスを採用することです。これにより、ベースダイ自体の消費電力と発熱

を抑えつつ、I/O端子数の大幅な増加（HBM3Eの2倍）を実現しています。もう一つ

は、ハイブリッド銅ボンディング（HCB）技術の導入です。HCBは、従来のマイクロバ

ンプを使用した熱圧縮ボンディング（TCB）とは異なり、直接銅同士を接合すること

で、接続密度を極めて微細なピッチ（10マイクロメートル以下）まで高め、同時に熱伝

導率を大幅に向上させます。このHCBにより、層間隔が減少し、スタックが薄くなるこ

とで、効率的な熱放散が可能となり、全体的な熱抵抗を20%以上削減することに成功し

ました。さらに、低電圧TSV（Through-Silicon Via）と最適化された電力供給ネット

ワークも、このエネルギー効率改善と熱管理性能向上に貢献しています。

背景・業界文脈

AIの進化に伴い、HBM（High Bandwidth Memory）はGPUなどのAIアクセラレータ

ーにおいて不可欠なコンポーネントとなっています。しかし、HBMの積層化が進むにつ

れて、パッケージ全体の高さと発熱の増大が大きな課題となっていました。特に

NVIDIAのような主要顧客は、より薄く、より低温で動作するHBMを求めており、

JEDEC基準を下回るパッケージ高（775マイクロメートル）を要求しています。

Samsungのこの技術革新は、この市場の要求に応えるものであり、HBM市場における

TSMCやSK Hynixとの競争において、同社の優位性を確立する戦略的な動きと見られ

ます。



今後の展望

Samsungは、2027年初頭に16層HBM4Eスタックの顧客認証を開始する計画であ

り、これが実現すれば、次世代AI半導体向けのHBM供給において、同社の存在感が一

層高まることが予想されます。将来的には、HBM4E向けにHCBと同時にHeat Path

Block（HPB）などの代替熱緩和技術も検討されており、チップレベルだけでなく、パ

ッケージやサーバーシステムレベルでの包括的な冷却ソリューション開発を通じて、

HBM技術の限界をさらに押し広げる可能性があります。これは、AI時代のコンピュー

ティング性能向上とエネルギー効率改善に大きく貢献すると期待されます。

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考技術解説：ボンディング：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-bonding/

参考技術解説：TSV： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

tsv/

参考企業解説：Samsung Electronics：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-company-samsung-electronics/

参 考 企 業 解 説 ： NVIDIA ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-nvidia/

参 考 企 業 解 説 ： TSMC ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-tsmc/

元記事: https://eastasiabrief.com/semiconductors/samsung-revamps-hbm-thermal-

packaging-challenge-tsmc-supply-lead-559

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#02 SamsungとSK HynixのHBM特許｜パッケージン

グ技術の違い

概要

Samsung ElectronicsとSK Hynixは、HBM（High Bandwidth Memory）の先進パ

ッケージング技術に関する特許を米国で申請し、競争を激化させています。Samsung

は、チップボンディング前後の検査マークを統合することでチップ面積削減とアライメ

ント精度向上を狙い、ボンディング界面の空隙や層間剥離を低減する構造を提案しま

した。一方、SK Hynixは、断熱層の50%以上にポリイミドを適用し、熱変形による亀

裂を抑制する設計を発表しており、両社がHBMの信頼性と製造効率の向上を追求して

います。

公開日 2026年10月06日  BigGo Finance  韓国



詳細

主要成果

Samsung ElectronicsとSK Hynixは、高帯域幅メモリ（HBM）における先進パッケー

ジング技術の分野で、それぞれ米国特許商標庁に革新的な特許を出願し、この競争の最

前線を走っています。Samsungは、チップボンディング前後の検査マークを単一の構

造に統合することで、チップ面積を削減し、アライメント精度を大幅に向上させ、ボン

ディング界面の空隙や層間剥離を効果的に低減する技術を提案しました。これに対し、

SK Hynixは、HBM積層構造の断熱層において、その50%以上にポリイミド材料を適用

することで、熱変形によって発生しうる亀裂を抑制する設計を発表しました。これらの

特許は、HBMの信頼性と製造効率を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

技術詳細

Samsungが特許申請した技術は、積層型チップの製造工程において、従来は別々に配

置されていたプリボンディング検査マークとポストボンディング検査マークを一つに統

合するというものです。これにより、チップ設計におけるマーク配置領域を最小化し、

貴重なチップ面積を有効活用できます。また、単一マークでの高精度なアライメントが

可能となり、チップ積層時の位置ずれを低減し、その結果としてボンディング界面での

空隙発生や層間剥離といった欠陥リスクを抑制します。これは、HBMの歩留まり向上

と長期的な信頼性確保に大きく寄与します。一方、SK Hynixの提案は、HBMスタック

における熱管理と構造的安定性に焦点を当てています。多層に積層されたHBMダイは、

動作中に温度変化による膨張・収縮を繰り返し、これが応力集中を引き起こして亀裂の

原因となることがあります。同社の技術では、熱膨張係数の異なる複数の材料からなる

断熱層において、ポリイミドという耐熱性と柔軟性に優れた高分子材料を断熱層全体の

50%以上に使用することで、熱変形による内部応力を緩和し、亀裂の発生を効果的に抑

制します。これにより、HBMの耐久性と信頼性が向上し、より過酷な動作環境での使

用が可能になります。



背景・業界文脈

AIや高性能コンピューティング（HPC）の需要が急増する中、HBMはGPUやAIアクセ

ラレーターの性能を左右する重要なコンポーネントとなっています。HBMの積層数は

増加の一途を辿っており、HBM3EからHBM4、さらにその先へと進化するにつれて、

チップ面積の効率的な利用、積層精度、そして熱管理が極めて重要な課題となっていま

す。特に、ボンディング界面の品質は信号完全性と熱放散に直結するため、欠陥の低減

は必須です。また、多層積層による熱サイクルストレスは、パッケージの信頼性におけ

る大きな懸念事項です。SamsungとSK Hynixのこれらの特許は、これらの課題に対処

し、次世代HBMの量産と普及を加速させるための、技術的優位性を確立しようとする

動きと見られます。

今後の展望

両社が取得を目指すこれらの先進パッケージング特許は、HBMの製造コスト削減と歩

留まり向上に貢献するだけでなく、製品の信頼性と耐久性を大幅に強化します。これに

より、HBMはより高性能で安定したAIシステムの中核部品として、その適用範囲を広げ

ることが期待されます。Samsungの統合検査マーク技術は、今後のチップレットや3D

積層技術における微細アライメントの標準となる可能性を秘めており、SK Hynixの熱

変形抑制技術は、極限環境でのHBMの安定動作を保証する上で不可欠となるでしょ

う。これらの技術革新は、両社がAI半導体市場における技術リーダーシップを確固たる

ものにし、HBMサプライチェーン全体にポジティブな影響を与えると考えられます。

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考技術解説：ボンディング：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-bonding/

参考技術解説：熱膨張係数：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-cte/

参考企業解説：Samsung Electronics：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-company-samsung-electronics/

参考企業解説： SK hynix： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-sk-hynix/
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元記事: https://finance.biggo.com/news/e9f952bd-5cef-43b9-b4f6-2da0d476dade

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#03 Samsung zHBMとは｜HBM4の性能向上と次世

代積層技術の課題

概要

Samsung Electronicsは、HBM4においてHBM3Eの2倍のI/O端子数を実現し、AIア

クセラレーターとHBM間のデータ転送速度を大幅に向上させました。さらに同社は、

AIアクセラレーターの上にメモリを垂直に積層する次世代技術「zHBM」を開発して

おり、HBM5と比較して最大8倍の性能、3倍の電力効率、熱抵抗を半分以下に削減す

ることを目指しています。このzHBMは、従来のHBM配置の限界を打破し、データ伝

送距離を最小化することで、AI処理能力の飛躍的な向上をもたらす可能性を秘めてい

ます。

公開日 2026年10月02日  MK  韓国



詳細

主要成果

Samsung Electronicsは、HBM4においてHBM3Eの2倍のI/O端子数を達成し、AIア

クセラレーターとメモリ間のデータ転送速度を飛躍的に向上させました。さらに、同社

は画期的な次世代積層メモリ技術「zHBM」の開発を進めており、これは従来のHBM

がAIアクセラレーターの横に配置されるのに対し、AIアクセラレーターの真上にメモリ

を垂直に積層します。この革新的なアーキテクチャにより、zHBMはHBM5と比較して

最大8倍の性能、3倍の電力効率、そして熱抵抗を半分以下に削減するという野心的な

目標を掲げています。

技術詳細

SamsungのHBM4は、自社の4nmプロセス技術をベースダイに適用することで、

HBM3Eと比較してI/O端子数を倍増させました。これにより、HBMとAIアクセラレー

ター間のデータ転送帯域幅が大幅に拡大し、AIワークロードの高速処理に貢献します。

さらに注目すべきは、zHBM（Z-axis HBM）の開発です。この技術は、AIアクセラレ

ーターチップの上に複数のHBMダイを垂直方向に直接積層するという、従来の概念を

覆すアプローチを採用しています。従来のHBMシステムでは、HBMモジュールは一般

的にGPUなどのAIアクセラレーターの隣に水平に配置され、インターポーザーを介して

接続されていました。これに対し、zHBMはダイレクトな垂直接続により、データ伝送

距離を物理的に最小限に抑えます。この極めて短い伝送経路は、信号遅延と電力消費を

劇的に削減し、結果としてデータ転送速度と全体的なシステム性能を最大8倍まで向上

させる可能性を秘めています。また、垂直積層による物理的な統合は、パッケージサイ

ズを縮小し、システムの小型化にも寄与します。熱抵抗の半分以下への削減目標は、新

しい冷却技術や材料、構造設計との組み合わせによって達成される見込みです。



背景・業界文脈

AIおよび高性能コンピューティングの分野では、データ量が爆発的に増加しており、こ

れに対応するためにメモリ帯域幅と処理速度の向上が常に求められています。従来の

HBM技術は、その積層構造と広帯域幅で大きな進歩をもたらしましたが、AIアクセラ

レーターとHBMが物理的に離れて配置されることによるデータ伝送遅延や消費電力の

課題が顕在化していました。特に、データ伝送距離が長くなると、信号の劣化やノイズ

が増加し、最終的なシステム性能に影響を与えます。zHBMのような垂直積層アプロー

チは、この「フォン・ノイマン・ボトルネック」を緩和し、メモリとプロセッサ間の距

離を最小化することで、AIチップの性能を次のレベルへと引き上げるための重要なブレ

ークスルーとなります。これは、半導体業界がムーアの法則の限界を超え、パッケージ

ングと積層技術を通じて性能向上を図る、という大きなトレンドを象徴しています。

今後の展望

SamsungのzHBM技術が実用化されれば、AIアクセラレーターの設計に革命をもたら

し、AIアプリケーションの能力を飛躍的に向上させるでしょう。最大8倍の性能向上と3

倍の電力効率、そして大幅な熱抵抗削減は、特に大規模なAIモデルのトレーニングやリ

アルタイム推論において、その効果を最大限に発揮します。これにより、データセンタ

ーの消費電力削減と計算能力向上に大きく貢献し、自動運転、自然言語処理、画像認識

など、幅広いAI分野でのブレークスルーを加速させることが期待されます。Samsung

は、このzHBMを通じて、次世代AI半導体市場における圧倒的な技術的優位性を確立

し、新たなエコシステムを構築することを目指しています。

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考企業解説：Samsung Electronics：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-company-samsung-electronics/

元記事: https://www.mk.co.kr/en/business/12167424

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#04 Intel EMIBとは｜2.5Dパッケージングの仕組みと

HBM統合

概要

EMIB（Embedded Multi-die Interconnect Bridge）は、パッケージ基板内に埋め込

まれたシリコンブリッジを介して隣接するダイを高帯域幅で接続するIntelの2.5Dパッ

ケージング技術です。この技術は、広範囲のルーティングと電力配分をパッケージ基

板が担いつつ、高帯域幅が求められる部分のみに微細ピッチのルーティングを集中さ

せます。EMIBは、チップレットプロセッサ、AIアクセラレーター、HPCデバイス、

FPGA、およびロジックとHBMを組み合わせたパッケージングに特に適しており、高

密度統合と高性能化を可能にします。

公開日 2026年10月02日  bestpcbs.com  アメリカ



詳細

主要成果

Intelが開発したEMIB（Embedded Multi-die Interconnect Bridge）は、2.5Dパッケ

ージング技術の一種であり、パッケージ基板内に埋め込まれた小さなシリコンブリッジ

を介して隣接するダイを効率的に接続します。この技術は、広範なルーティングと電力

配分を従来のパッケージ基板が担う一方で、高帯域幅接続が要求される箇所にのみ、微

細ピッチのルーティングを集中的に配置するという革新的なアプローチを採用していま

す。これにより、広範囲にわたる高価なシリコンインターポーザーが不要となり、コス

ト効率を維持しながら、高性能な多ダイ統合を実現します。

技術詳細

EMIBの構造は、パッケージ基板の誘電体層内に直接埋め込まれた小型のシリコンブリ

ッジを特徴とします。このブリッジは、隣接するチップレット（ダイ）間を超微細な配

線ピッチで接続し、チップレットレベルでの高帯域幅かつ低レイテンシの通信を可能に

します。従来の2.5Dパッケージングでは、複数のダイを広範囲なシリコンインターポー

ザー上に配置する必要がありましたが、EMIBはこのインターポーザーを局所的なブリ

ッジに限定することで、製造コストと複雑性を大幅に削減します。ブリッジ以外の部分

では、よりコスト効率の高い有機パッケージ基板が信号ルーティングと電力供給を担い

ます。この「局所的なインターポーザー」アプローチは、必要な場所にのみ高密度接続

を提供し、それ以外の部分では標準的なパッケージング技術を利用するという点で、非

常に柔軟性と拡張性に優れています。EMIBは、特にチップレットプロセッサ、AIアクセ

ラレーター、高性能コンピューティング（HPC）デバイス、FPGA、そしてロジックチ

ップとHBM（High Bandwidth Memory）を組み合わせたパッケージングにおいて、

その真価を発揮します。これにより、これらの複雑なシステムが単一パッケージ内でシ

ームレスに連携し、優れた性能を発揮できるようになります。



背景・業界文脈

ムーアの法則の物理的限界が近づくにつれて、半導体業界は単一チップ内のトランジス

タ密度向上だけでなく、パッケージング技術による性能向上へと焦点を移しています。

特に、複数の異なる機能を持つダイを一つのパッケージに統合するチップレットアーキ

テクチャや2.5D/3Dパッケージングは、システム性能、電力効率、製造コストのバラン

スを取る上で不可欠な技術となっています。IntelのEMIBは、このような業界トレンド

の中で、高帯域幅とコスト効率を両立させるソリューションとして登場しました。

TSMCのCoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）などの競合技術が広範囲なシリコ

ンインターポーザーを使用するのに対し、EMIBはよりターゲットを絞ったアプローチ

を取ることで、特定のアプリケーションにおいて高い競争力を持ちます。AIアクセラレ

ーターやHPCにおけるメモリとロジックの緊密な統合は、データ処理能力を最大化する

ために不可欠であり、EMIBはそのための効果的な手段を提供します。

今後の展望

EMIB技術は、高性能コンピューティングの未来を形作る上で重要な役割を果たすでし

ょう。特にAIの進化とデータ処理要求の増大に伴い、HBMとロジックダイのより緊密

な統合が求められる中で、EMIBのような技術は、帯域幅と電力効率のボトルネックを

解消する鍵となります。将来的には、より多様な種類のチップレット（例：アナログ、

RF、セキュリティモジュール）を単一パッケージに統合する異種統合の可能性を広げ、

特定アプリケーション向けに最適化されたカスタムソリューションの設計を加速させる

と期待されます。IntelはEMIBをさらに進化させ、チップレットエコシステムの普及を

推進することで、半導体業界全体のイノベーションを牽引していくと考えられます。

参考技術解説：パッケージ基板：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-

end-term-package-substrate/

参考技術解説：ブリッジ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-bridge/

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参 考 企 業 解 説 ： Intel ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-intel/
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参 考 企 業 解 説 ： TSMC ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-tsmc/

元記事: https://www.bestpcbs.com/blog/2026/10/emib/

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#05 Micron NVHBM｜NVIDIA向けカスタムHBMの性

能と電力削減

概要

Micron Technologyは、NVIDIA向けに開発中のカスタムHBM製品「NVHBM」にお

いて、外部ファウンドリ製のベースダイを採用することを発表しました。NVIDIAによ

ると、NVHBMはカスタマイズされた物理層（PHY）を統合することで、I/O PHYに

必要なパッケージ面積を最大67%削減し、標準HBM4Eと比較してメモリ帯域幅を最

大30%向上させ、HBM消費電力を15%削減します。この戦略は、MicronがHBM製品

の収益性を改善しつつ、高性能AIチップ市場における競争力を強化するものです。

公開日 2026年10月01日  The Elec Inc.  アメリカ



詳細

主要成果

Micron Technologyは、NVIDIA向けに特化したカスタムHBM製品である「NVHBM」

の開発において、ベースダイに外部ファウンドリ製のチップを採用する戦略を発表しま

した。NVIDIAの公表によると、このNVHBMは、カスタマイズされた物理層（PHY）

を統合することで、I/O PHYに必要なパッケージ面積を最大67%も削減するという画期

的な成果を達成しています。これにより、標準的なHBM4Eと比較して、メモリ帯域幅

を最大30%向上させ、同時にHBMの消費電力を15%削減する見込みであり、Micron

は外部ベースダイの活用を通じて、HBM製品の収益性向上とAI市場での競争力強化を目

指します。

技術詳細

NVHBMの核となる技術革新は、ベースダイに統合されたカスタマイズ物理層（PHY）

にあります。このPHYは、I/O信号の送受信を効率的に行うための回路であり、NVIDIA

の特定のAIアクセラレーター設計に合わせて最適化されています。この最適化により、

従来HBMパッケージングで必要とされたI/O PHYの面積を大幅に縮小することが可能

となり、最大67%のパッケージ面積削減が実現されます。パッケージ面積の縮小は、全

体のコスト削減とパッケージング密度の向上に直結します。I/O PHYの効率化は、信号

の整合性を高め、データ転送速度を向上させる効果も持ちます。結果として、NVHBM

は標準的なHBM4Eと比較してメモリ帯域幅を最大30%向上させることができ、これは

AIワークロードにおけるデータ処理能力の向上に直接貢献します。さらに、電力効率の

最適化により、HBM消費電力を15%削減できる点も、データセンターの運用コスト削

減や環境負荷低減において重要な意味を持ちます。



背景・業界文脈

AI半導体市場の拡大に伴い、高性能なHBMに対する需要は急増しています。特に

NVIDIAのような主要AIチップメーカーは、GPUの性能を最大限に引き出すために、

HBMに対して極めて高い帯域幅、低消費電力、そしてコンパクトなパッケージサイズを

要求しています。メモリメーカーにとって、HBMの製造は複雑でコストがかかるため、

収益性の確保が課題となっています。Micronが外部ファウンドリ製のベースダイを使用

する戦略は、自社のリソースをメモリスタック製造に集中させつつ、ベースダイの製造

コストと開発リスクを低減する狙いがあります。これにより、Micronは、コスト効率

と市場投入までの時間を最適化しながら、NVIDIAの高度な要求を満たすカスタムHBM

を供給し、急成長するAI市場における競争力を維持・強化しようとしています。これ

は、半導体サプライチェーンにおける垂直統合から水平分業へのシフト、特に先端パッ

ケージングとカスタムソリューションの重要性が高まっていることを示しています。

今後の展望

MicronのNVHBM戦略は、AI半導体市場における同社の地位を確固たるものにする可

能性があります。外部ファウンドリとの協業によるベースダイの調達は、HBM生産の柔

軟性を高め、市場の需要変動に迅速に対応することを可能にします。最大30%の帯域幅

向上と15%の電力削減は、NVIDIAの次世代AIアクセラレーターの性能をさらに引き上

げ、大規模なAIモデルのトレーニングや推論に不可欠な要素となります。将来的には、

このようなカスタムHBM製品の開発と外部エコシステムとの連携が、メモリ業界にお

ける新たなビジネスモデルとなり、AI時代におけるHBMの進化を加速させるでしょう。

これにより、データセンター、エッジAI、高性能コンピューティングなど、幅広い分野

でのAI技術の発展が期待されます。

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参 考 企 業 解 説 ： NVIDIA ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-nvidia/

参 考 企 業 解 説 ： マ イ ク ロ ン ・ テ ク ノ ロ ジ ー ： https://troy-

technical.jp/semiconductor-back-end-company-micron/
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元記事: https://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=14372

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#06 Ultra C vac-p/ECP ap-p｜PLPの洗浄・めっき課

題と歩留まり改善

概要

パネルレベルパッケージング（PLP）および製造における洗浄・めっきの課題を解決

するため、Ultra C vac-pとUltra ECP ap-pシステムが開発されました。Ultra C vac-

pは、アンダーフィル前のフラックス残渣除去に不可欠であり、40µm未満の微細バン

プピッチや大型チップでの空隙を排除します。Ultra ECP ap-pめっきシステムは、ピ

ラー、バンプ、RDLなどの複数のめっき用途をサポートし、優れた均一性とガラスパ

ネルへの接着性を示します。これらの技術により、PLPへの移行が、基板面積あたり

のパッケージ数を増やし、スループット、歩留まり、コストを大幅に改善できるとさ

れています。

公開日 2026年10月01日  chiplet-marketplace.com  グローバル



詳細

主要成果

パネルレベルパッケージング（PLP）および製造プロセスにおける長年の課題であっ

た、洗浄とめっきの精度と効率が、Ultra C vac-p洗浄システムとUltra ECP ap-pめっ

きシステムの導入によって大幅に改善されました。Ultra C vac-pは、特にアンダーフィ

ル前のフラックス残渣を効果的に除去し、40µm未満の微細バンプピッチや大型チップ

において、致命的な空隙の発生を排除します。一方、Ultra ECP ap-pめっきシステム

は、ピラー、バンプ、再配線層（RDL）といった多様なめっき用途に対応し、独自のマ

ルチアノードシステムと水平パネル配置により、優れた均一性とガラスパネルへの強固

な接着性を実現します。これらの技術革新は、円形ウェーハから大型長方形パネルへの

移行を加速させ、基板面積あたりのパッケージ数を最大化し、スループット、歩留ま

り、そして製造コストを劇的に改善するものです。

技術詳細

Ultra C vac-pは、真空下での精密洗浄プロセスを通じて、アンダーフィル前の微細なフ

ラックス残渣やその他の汚染物質を確実に除去します。これは、チップレットや

2.5D/3D構造において、微細ピッチのバンプ間でのショートや空隙発生を防ぐ上で極め

て重要です。特に40µm未満の小さなバンプピッチや、大型のチップサイズにおいて、

このシステムの効果は顕著であり、接続信頼性を大幅に向上させます。また、Ultra

ECP ap-pめっきシステムは、電解めっきプロセスにおいて、ユニークなマルチアノード

システムと水平パネル配置を採用しています。マルチアノードシステムは、電界分布を

精密に制御することで、パネル全体にわたるめっき膜厚の均一性を極めて高く保ちま

す。水平パネル配置は、めっき液の流れを最適化し、気泡の巻き込みや異物付着のリス

クを低減します。このシステムは、ピラー形成、マイクロバンプ形成、およびRDL形成

といった様々な先進パッケージングめっきプロセスに対応し、特にガラスパネルのよう

な新規基板材料への優れた接着性を示します。これらの技術は、PLPにおいて高い品質

と信頼性を持つパッケージを、より高いスループットと低いコストで製造することを可

能にします。



背景・業界文脈

半導体パッケージング技術は、ムーアの法則の物理的限界に直面する中で、システム性

能向上とコスト削減の主要な推進力となっています。特に、AI、HPC、モバイルデバイ

スといった高性能アプリケーションの需要増大は、より高密度で、より小型、かつ電力

効率の高いパッケージングソリューションを求めています。パネルレベルパッケージン

グ（PLP）は、従来の円形ウェーハベースのパッケージングと比較して、大型の長方形

パネルを使用することで、材料利用効率を向上させ、製造コストを大幅に削減できると

いう大きな利点があります。しかし、PLPの導入には、大型基板にわたる洗浄均一性や

精密めっき、そして新規材料（例：ガラス基板）への対応といった技術的課題が伴いま

した。Ultra C vac-pとUltra ECP ap-pのような先進的なプロセスソリューションは、

これらの課題を克服し、PLPの本格的な普及を可能にする上で不可欠な要素です。

今後の展望

Ultra C vac-pとUltra ECP ap-pのような革新的な技術の登場により、パネルレベルパ

ッケージングは、次世代半導体製造の標準の一つとなる可能性が高まっています。PLP

の効率性とコスト優位性は、チップレット、2.5D/3D実装、ファンアウトパネルレベル

パッケージング（FOPLP）などの先進パッケージング技術の普及を加速させるでしょ

う。これにより、AIアクセラレーターやHBMなどの高性能チップの製造コストが削減

され、より幅広いアプリケーションへの展開が促進されると期待されます。また、ガラ

ス基板などの新規材料への対応能力は、将来の超微細配線や高速信号伝送が求められる

パッケージング技術において、重要な基盤を築くことになります。これらの技術は、半

導体業界全体のサプライチェーンにおいて、製造効率と競争力を向上させる重要な役割

を果たすでしょう。

参考技術解説： PLP： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

plp/

参考技術解説：バンプ：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

bump/

参考技術解説：アンダーフィル：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-

end-term-underfill/

元記事: https://chiplet-marketplace.com/insights/expert-perspectives/overcoming-cleaning-
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and-plating-challenges-in-panel-level-packaging-and-manufacturing

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#07 CoWoSシリコンインターポーザー｜TSMCとGFの

20億ドル契約と量産時期

概要

GlobalFoundriesとTSMCは、AI半導体における先端パッケージングのボトルネック

解消に向けて、TSMCのCoWoSエコシステム向けシリコンインターポーザー製造に関

する約20億ドルの5年間契約を締結しました。これによりGlobalFoundriesはニュー

ヨーク州マルタの施設で生産能力を大幅に拡大し、2028年前半に量産を開始する計画

です。この戦略的提携は、AI GPUやアクセラレータに不可欠なシリコンインターポー

ザーの米国国内での安定供給源を確立し、AI半導体サプライチェーンのレジリエンス

を高めるものです。CoWoSの主要コンポーネントであるインターポーザーは、HBM

とロジックダイの高密度統合に不可欠であり、その供給確保はAI技術の普及に直結し

ます。

公開日 2026年10月09日  IDC Nova  アメリカ



詳細

主要成果

GlobalFoundriesと世界最大のファウンドリであるTSMCは、AI半導体の性能を決定づ

けるCoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）先端パッケージング向けシリコンイン

ターポーザー製造において、20億ドル規模の5年間契約を締結しました。この合意によ

り、GlobalFoundriesはニューヨーク州マルタの既存施設を拡張し、2028年前半から

量産を開始することで、AI半導体サプライチェーンにおける重要なボトルネックを解消

する役割を担います。

技術・臨床詳細

シリコンインターポーザーは、HBM（高帯域幅メモリ）と高性能ロジックダイをAI

GPUやアクセラレーター内で高密度に統合するために不可欠なコンポーネントです。

CoWoS技術では、このインターポーザー上に複数のHBMスタックとプロセッサが配置

され、極めて高いデータ帯域幅と電力効率を実現します。しかし、インターポーザーの

製造は複雑で時間がかかり、これまでAIチップ供給の主要な制約要因となっていまし

た。GlobalFoundriesは、この契約を通じて生産能力を増強することで、先端パッケー

ジングの供給不足を緩和し、特に米国における供給網の強化に貢献します。

背景・業界文脈

AI需要の爆発的な増加に伴い、高性能AIチップの需要が急増していますが、その生産能

力、特に先端パッケージングとHBMメモリは極めて逼迫しています。TSMCのCoWoS

ラインは、NVIDIAのような主要AIチップメーカーからの需要で2027年まで予約済みで

あり、リードタイムは52～78週間にも及びます。米国政府の半導体支援策「CHIPS法」

は、国内での半導体製造を奨励しており、今回の契約は米国内での主要部品の供給源を

確保し、地政学的なリスクを低減する意味合いも持ちます。

今後の展望

GlobalFoundriesによるシリコンインターポーザーの米国での量産は、AI半導体サプラ

イチェーンの地理的 diversifications を推進し、米国におけるAI技術開発の加速に寄与

すると期待されます。この提携は、AIチップの安定供給に貢献するだけでなく、

GlobalFoundriesが先端パッケージング市場における競争力を高める重要な一歩となり

ます。今後も、AI需要の拡大が続く中で、パッケージング技術と製造能力の確保が、半

導体業界全体の成長を左右する主要な課題であり続けるでしょう。



参考技術解説：CoWoS：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

cowos/

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参 考 企 業 解 説 ： TSMC ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-tsmc/

参 考 企 業 解 説 ： NVIDIA ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-nvidia/

元記事: https://www.idcnova.com/news/GlobalFoundries-and-TSMC-Sign-2B-AI-Packaging-

Deal-to-Scale-CoWoS-Capacity

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#08 HBM4の16層開発状況｜SK hynixとSamsungの

技術競争とNVIDIA採用

概要

NVIDIAの次世代AIプラットフォーム「Vera Rubin」が主に12層HBM4メモリチップ

を採用すると見られる中、SK hynixとSamsung Electronicsは次々世代の16層

HBM4技術の開発を積極的に推進しています。特にSamsungは、16層以上のメモリ

スタックをサポートし、熱抵抗を低減するハイブリッド銅ボンディング技術で先行し

ています。SK hynixもHBM製品と先端パッケージングの最適化のためTSMCと協力し

ており、メモリメーカーとファウンドリ間の連携がHBM開発の鍵を握っています。高

性能AIチップの需要がDRAMウェーハ容量を従来の3倍以上消費するため、AI需要の

継続はDRAM供給の逼迫を維持する可能性が高いです。

公開日 2026年10月09日  The Korea Herald  韓国



詳細

主要成果

NVIDIAの次世代AIプラットフォーム「Vera Rubin」が12層HBM4メモリチップを主要

な構成要素として採用する見込みであるにもかかわらず、韓国の主要メモリメーカーで

あるSK hynixとSamsung Electronicsは、将来を見据え16層HBM4技術の開発を強力

に推進しています。特にSamsungは、より高積層なメモリスタックと優れた熱管理を

可能にするハイブリッド銅ボンディング技術を開発し、この分野で先行していると報じ

られています。

技術・臨床詳細

HBM（高帯域幅メモリ）は、複数のDRAMダイを垂直に積層し、インターポーザーを

介してCPUやGPUと接続する技術です。AIアプリケーションでは、より高いデータ帯域

幅と容量が求められるため、積層数の増加は性能向上に直結します。NVIDIAのRubinプ

ラットフォームは12層をターゲットとしますが、SK hynixとSamsungは16層HBM4

の開発を進めることで、将来的なAIチップの需要に対応しようとしています。

Samsungが開発中のハイブリッド銅ボンディングは、従来のマイクロバンプ技術に代

わり、ダイ間の直接銅接続を実現することで、信号経路の短縮、遅延の低減、熱抵抗の

改善、そしてより微細なピッチでの接続を可能にし、16層以上の高積層化を物理的に可

能にします。SK hynixは、HBM製品と先端パッケージングの統合を最適化するため、

世界最大のファウンドリであるTSMCとの協力を深めており、HBMの性能はメモリ自

体だけでなく、ファウンドリとの協調によるパッケージング技術にも大きく依存しま

す。

背景・業界文脈

AI需要の爆発的な増加は、HBM市場を牽引し、DRAM業界の風景を一変させていま

す。HBMは通常のDRAMに比べて製造プロセスがはるかに複雑で、同じウェーハ容量

から得られるメモリビット数が大幅に少ないため、高性能AIチップの生産は従来の

DRAMの3倍以上のウェーハ容量を消費します。この結果、AI需要が継続する限り、

DRAM供給全体の逼迫状態が続くことが予想されます。主要なAIチップ設計企業は、安

定した高性能HBMの供給を確保するため、メモリメーカーやファウンドリとの連携を

強化しています。



今後の展望

SK hynixとSamsungによる16層HBM4の開発競争は、AI半導体の性能向上と市場シェ

ア獲得に向けた熾烈な戦いを反映しています。ハイブリッド銅ボンディングのような革

新的なパッケージング技術は、HBMのさらなる高容量化、高性能化、そして電力効率

の向上に不可欠であり、次世代AIインフラの基盤を築きます。NVIDIAのような主要顧

客のロードマップとメモリメーカーの技術開発のギャップを埋めることが、今後の市場

の行方を左右するでしょう。DRAM市場全体において、HBMの比率が増加すること

で、供給構造がさらに変化し、価格形成にも大きな影響を与える可能性があります。

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考技術解説：ボンディング：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-bonding/

参考技術解説：バンプ：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

bump/

参考企業解説：Samsung Electronics：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-company-samsung-electronics/

参考企業解説： SK hynix： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-sk-hynix/

参 考 企 業 解 説 ： NVIDIA ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-nvidia/

元記事: https://m.koreaherald.com/article/10897751

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#09 AMD MI450｜2027-28年の2nmプロセスと

CoWoS生産能力の確保

概要

AMDのLisa Su CEOは、次世代AIサーバー製品の円滑な出荷を確実にするため、

2027年と2028年を見据え、先端プロセス、パッケージング、および基板の生産能力

確保を目指し台湾を訪問しました。TSMCは2nmプロセスとCoWoS-Lの生産能力拡

大を加速すると発表しましたが、実際の供給ボトルネックはHBMメモリ、ビット出力

の劣化、シリコンインターポーザーとパッケージングテストの歩留まりにあります。

AMDのMI450シリーズAIプラットフォームは、TSMCの2nmプロセスとCoWoSパッ

ケージングを採用しており、2027年にはさらに大量出荷が計画されています。

公開日 2026年10月06日  BigGo Finance  台湾



詳細

主要成果

AMDのLisa Su CEOは、次世代AIサーバー製品のスムーズな市場投入を確実にするた

め、2027年および2028年を視野に入れた先端プロセス、高度なパッケージング、およ

び基板の生産能力確保を目指し、台湾を電撃訪問しました。この動きは、AIチップ需要

の急増が半導体サプライチェーン全体に与える圧力を浮き彫りにしています。

技術・臨床詳細

AMDのMI450シリーズAIプラットフォームは、TSMCの最先端2nmプロセス技術と、

高性能AIアクセラレーターに不可欠なCoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）パッ

ケージングを採用しています。CoWoS-Lのような進化したパッケージング技術は、ロ

ジックダイと複数のHBM（高帯域幅メモリ）スタックをシリコンインターポーザー上

に統合し、極めて高いデータ帯域幅と電力効率を実現します。TSMCは2nmプロセスと

CoWoS-Lの生産能力を拡大すると表明していますが、現在の主要な供給ボトルネック

は、長期契約で確保されたHBMメモリの供給不足、ビット出力の劣化、そしてシリコ

ンインターポーザーとパッケージングテストにおける歩留まりの課題にあります。特に

HBMメモリの確保は、AIアクセラレーターの最終製品供給量を直接左右する要素とな

っています。

背景・業界文脈

AI需要の爆発的な増加は、半導体業界に前例のない圧力をかけています。特に、先端プ

ロセスノード、高度なパッケージング、そしてHBMメモリは、AIチップの製造において

「新たなボトルネック」となっています。NVIDIAのような主要AIチップメーカーの

CoWoSパッケージング需要は、TSMCの生産能力の大部分を占め、リードタイムは52

～78週間にも及ぶと報告されています。AMDもまた、市場シェアを拡大するために、

このような厳しい供給環境下での生産能力確保が喫緊の課題となっています。Su CEO

の訪問は、トップティアのAIチップ設計企業がいかにサプライチェーンの安定性を重視

しているかを示すものです。



今後の展望

AMDが2027年にMI450シリーズAIプラットフォームのさらなる大量出荷を計画してい

ることから、先端プロセスとパッケージング能力の確保は、同社の成長戦略において極

めて重要です。HBMメモリ、インターポーザー、パッケージングテストの歩留まりとい

ったボトルネックが解消されなければ、AIチップ市場全体の成長が鈍化する可能性があ

ります。AMDとTSMC間の緊密な協力は、これらの課題を克服し、次世代AIインフラ

の需要に応えるための鍵となります。今後も、このような戦略的な提携や投資が、AI半

導体サプライチェーンの安定化に向けた主要な動きとなるでしょう。

参考技術解説：CoWoS：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

cowos/

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考技術解説：テスト：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

test/

参 考 企 業 解 説 ： AMD ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-amd/

参 考 企 業 解 説 ： TSMC ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-tsmc/

参 考 企 業 解 説 ： NVIDIA ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-nvidia/

元記事: https://finance.biggo.com/news/8000d2dd-5ad9-4964-96c2-40c848906617

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#10 ハイブリッドボンディングの3D測定技術｜欠陥検出

による歩留まり向上

概要

先進パッケージング、特にハイブリッドボンディングにおける未検出の欠陥は、最終製

品の重大な障害と高コストにつながるため、3D測定技術がその解決策として注目され

ています。この技術は、チップレットや高帯域幅メモリスタックなどの複雑な構造に

おいて、微細なバンプの高さや表面プロファイルを高精度で測定することを可能にし

ます。これにより、組み立て段階に入る前の初期段階で小さな欠陥を特定し、後の工

程での大規模なアセンブリのリスクとそれに伴う材料・プロセス資源の無駄を大幅に

削減できます。製造プロセスの早期段階で欠陥を特定することは、歩留まり向上と製

造コスト削減に不可欠であり、次世代半導体の信頼性向上に貢献します。

公開日 2026年10月08日  Semiconductor Engineering  アメリカ



詳細

主要成果

先進パッケージング技術において、ハイブリッドボンディングおよび複雑なチップレッ

ト統合におけるコストのかかる欠陥を未然に防ぐため、3D測定技術がその検出能力を

大幅に向上させています。この技術は、微細なバンプの高さや表面プロファイルを高精

度に測定し、従来の検査手法では見逃されがちだった小さな欠陥も早期に発見すること

を可能にします。

技術・臨床詳細

高度な半導体パッケージングでは、チップレット、高帯域幅メモリスタック、およびハ

イブリッドボンディングされたデバイスの組み立てに多大な材料とプロセス資源が投入

されます。この複雑な製造フローの初期段階で未検出の欠陥が存在すると、その後のよ

り大きなアセンブリ全体が危険にさらされ、最終的に高額な損失を招く可能性がありま

す。例えば、数ミクロンレベルの微細なバンプの高さのばらつきや、ボンディング面に

おけるナノスケールの表面粗さなどが、性能劣化や信頼性低下の原因となり得ます。3D

測定技術は、これらの微細構造を非破壊かつ高速でスキャンし、立体的な形状データを

取得することで、欠陥の有無だけでなく、その位置、サイズ、形状を正確に特定しま

す。これにより、製造メーカーはますます複雑化する構造の特性評価をより完全に行う

ことができ、プロセス制御を強化できます。

背景・業界文脈

ムーアの法則の限界が近づく中、半導体業界は性能向上とコスト削減のために先進パッ

ケージング技術へとシフトしています。しかし、チップレットの多層積層やハイブリッ

ドボンディングのような技術は、製造プロセスの複雑性を劇的に増大させ、同時に欠陥

検出の難易度も高めています。特に、高価な材料と長時間のプロセスを経た後に欠陥が

発見されると、その影響は甚大です。したがって、組み立て工程の早い段階で欠陥を正

確に検出する能力は、先進パッケージングの歩留まりと信頼性を確保するために不可欠

な要素となっています。



今後の展望

3D測定技術の進化は、半導体メーカーが直面する課題を克服し、次世代の高性能チッ

プの量産を可能にする鍵となります。今後、より高速かつ高精度な3D測定装置の開発

と、AIを活用したデータ解析によるリアルタイムのプロセス制御への統合が進むこと

で、製造現場での歩留まりはさらに向上し、半導体全体の品質とコスト効率が改善され

ると期待されます。これにより、AIやHPC（高性能コンピューティング）など、先進半

導体を必要とする分野の発展が加速されるでしょう。

参考技術解説：ボンディング：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-bonding/

参考技術解説：チップレット：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-chiplet/

参考技術解説：バンプ：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

bump/

元記事: https://semiengineering.com/finding-critical-defects-before-they-become-costly-

failures-process-control-for-hybrid-bonding-and-advanced-packaging/

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#11 ABF基板とは｜AIチップ大型化による供給不足と

2026年の課題

概要

AIアクセラレータの大型化に伴い、ABF（Ajinomoto Build-up Film）基板が半導体

後工程の新たな供給ボトルネックとして浮上しています。次世代AIチップ向けABF基

板は、2026年までに18〜20層に多層化する見込みであり、これにより積層、レーザ

ー穴あけ、電解メッキ、エッチング、アライメントといった製造工程が著しく増加し、

全体の生産時間が大幅に延長されます。この生産時間の増加と、単一生産パネルにお

ける基板配置数の減少が、高度なAIチップの需給バランスを決定する重要な要因とな

っています。結果として、ABF基板の効率的な生産能力確保が、今後のAIチップ市場

の成長を左右するでしょう。

公開日 2026年10月07日  TechSoda  アメリカ



詳細

主要成果

AIアクセラレータの進化と大型化に伴い、その中核をなすABF（Ajinomoto Build-up

Film）基板が、半導体サプライチェーンにおける深刻なボトルネックとして顕在化して

います。特に2026年には、次世代AIチップ向けABF基板の層数が18層から20層へと増

加する見通しであり、これにより生産時間の大幅な延長と有効生産能力の減少が避けら

れなくなります。

技術・臨床詳細

AIアクセラレータは、より多くのコンピューティングダイと高帯域幅メモリ（HBM）を

統合するため、そのパッケージサイズは継続的に拡大しています。これに伴い、パッケ

ージを支えるABF基板の面積も増大し、結果として単一の生産パネル上に配置できる基

板の数が減少します。ABF基板の多層化は、各層を追加するごとに、積層、レーザー穴

あけ、電解メッキ、エッチング、アライメントといった複雑な工程をさらに多く必要と

します。例えば、現在の一般的なABF基板が12～16層であるのに対し、2026年には

18～20層にまで増加する可能性が指摘されており、この層数の増加は指数関数的に生

産時間を延ばす要因となります。

背景・業界文脈

AIの急速な発展は、高性能な半導体チップへの前例のない需要を生み出しています。し

かし、チップの性能向上は微細化の限界に直面し、先進パッケージング、特に大型で多

層のABF基板への依存度を高めています。ABF基板の供給能力は限られており、メーカ

ー各社は増大する需要に対応するために生産能力の拡大を急いでいますが、技術的な複

雑性と長い製造サイクルが足かせとなっています。この基板の供給不足は、AIチップ全

体の供給制約に直結し、市場全体の成長を鈍化させる可能性があります。

今後の展望

高度なAIチップ向けの大型かつ高層数のABF基板において、メーカーがどれだけの実効

生産容量を達成できるかが、今後のAIチップの需給バランスを左右する重要な指標とな

るでしょう。このボトルネックを解消するためには、ABF基板製造プロセスの革新、生

産設備の増強、および新たな材料技術の導入が急務となります。また、ガラス基板など

の代替技術の進展も、この問題に対する長期的な解決策として注目されています。



参考技術解説：ビルドアップフィルム：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-term-buildup-film/

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考技術解説：ガラス基板：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-glass-substrate/

参 考 企 業 解 説 ： 味 の 素 ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-ajinomoto/

元記事: https://techsoda.substack.com/p/dr-change-column-15-as-chips-get

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#12 ガラス基板の量産時期｜Intel・TSMC・Samsung

の2026年展開

概要

2026年、半導体業界は有機基板の物理的限界に直面し、ガラス基板が先進パッケージ

ングの重要な材料として本格的に採用され始めました。Intelは世界初のガラスコア基

板採用プロセッサ「Clearwater Forest」の量産出荷を予定しており、TSMCは年中

までにCoWoSガラスパイロットラインを稼働させ、SamsungとAbsolicsも新工場建

設に着手しています。ガラスはシリコンに近い熱膨張係数、優れた平坦性、極めて低

い誘電損失特性を持つため、大型パッケージの性能と信頼性を向上させる基盤として

期待されています。

公開日 2026年10月06日  vertexaisearch.cloud.google.com  アメリカ



詳細

主要成果

半導体業界は、2026年にかけて有機基板の物理的限界に直面し、革新的な解決策とし

てガラス基板の採用を本格化させています。Intelは、世界初のガラスコア基板を採用し

たプロセッサ「Clearwater Forest」の量産出荷を開始する予定であり、TSMCは

CoWoSガラスパイロットラインを年央までに稼働させ、SamsungとAbsolicsも同時

に新しいガラス基板工場を着工するなど、主要プレイヤーが相次いでガラス基板の商業

化に向けた動きを加速させています。

技術・臨床詳細

有機基板は、高性能コンピューティング（HPC）やAIアプリケーションで求められる大

型で高集積なパッケージの要求に対応する上で、物理的および電気的特性の限界に達し

つつあります。これに対し、ガラス基板はいくつかの決定的な利点を提供します。ま

ず、ガラスはシリコンとの熱膨張係数が非常に近く、異なる材料間の応力による信頼性

低下のリスクを大幅に軽減します。また、本質的に非常に平坦な表面を持つため、微細

なパターン形成や高密度相互接続が可能です。さらに、ガラスは極めて低い誘電損失と

電気抵抗を持つため、高速信号伝送における電力効率と信号整合性を向上させます。こ

れらの特性は、特に大面積のパッケージにおいて、高密度のTSV（Through-Glass

Via）技術を可能にし、より小型で高性能な積層構造を実現するための基盤となりま

す。

背景・業界文脈

AIや高性能コンピューティングの需要増大は、半導体チップの複雑性とパッケージサイ

ズをかつてないほど高めています。これにより、従来の有機基板では対応が困難な電気

的・熱的課題が生じていました。ガラス基板の導入は、こうした課題を解決し、より多

くのチップレットやHBMを統合した次世代AIプロセッサの実現を可能にする、重要な

ブレークスルーと位置付けられています。業界大手各社による相次ぐ投資と生産ライン

の立ち上げは、ガラス基板が単なる研究開発段階から、本格的な商業生産へと移行する

重要な転換点であることを示しています。



今後の展望

Intelの「Clearwater Forest」プロセッサの市場投入は、ガラスコア基板技術の信頼性

と実用性を証明する試金石となるでしょう。TSMCやSamsungといった大手ファウン

ドリの参入は、ガラス基板のサプライチェーンを確立し、量産体制を強化することに繋

がります。これにより、ガラス基板は、将来のAI、データセンター、高性能コンピュー

ティング分野において不可欠な技術となり、半導体パッケージング技術の新たな標準を

確立する可能性を秘めています。今後数年間で、ガラス基板を用いた先進パッケージン

グソリューションが急速に普及し、業界全体の技術革新を牽引すると予測されます。

参考技術解説：ガラス基板：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-glass-substrate/

参考技術解説：CoWoS：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

cowos/

参考技術解説：熱膨張係数：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-cte/

参 考 企 業 解 説 ： Intel ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-intel/

参 考 企 業 解 説 ： TSMC ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-tsmc/

参考企業解説：Samsung Electronics：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-company-samsung-electronics/

元記事: https://www.simpletechtrend.com/en/post/tgv-glass-substrate-2026-advanced-

packaging-en

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#13 Towaの新工場投資｜AIパッケージング装置の供給

能力と2029年稼働

概要

日本の半導体装置メーカーであるTowaは、AIインフラの拡大による先進半導体パッケ

ージング装置の需要増に対応するため、京都府に新工場を建設する計画を発表しまし

た。同社はこの施設に約50億円（3160万ドル）を投資し、2029年の操業開始を目指

します。この新工場は、AIアプリケーション向けチップを含む先進半導体のアセンブ

リおよびパッケージングプロセスに用いられる高精度装置を生産することで、グロー

バルなサプライチェーンにおける日本の貢献を強化します。

公開日 2026年10月07日  Globtechwire  日本



詳細

主要成果

日本の主要半導体装置メーカーであるTowaは、AIインフラの急速な拡大に伴う先進半

導体パッケージング装置の需要増加に対応するため、京都府に約50億円（3160万ド

ル）を投じて新工場を建設すると発表しました。2029年の操業開始を目指すこの工場

は、AIアプリケーション向けチップに不可欠な先進パッケージング装置の供給能力を大

幅に強化します。

技術・臨床詳細

AI半導体は、その性能を最大限に引き出すために、極めて高度なパッケージング技術を

必要とします。これには、複数のダイを統合するCoWoS（Chip on Wafer on

Substrate）やハイブリッドボンディングといった複雑なプロセスが含まれます。Towa

の新工場は、これらの先進パッケージングプロセスで使用される高精度なダイボンディ

ング装置やモールディング装置などを生産する予定です。AIチップの性能は、パッケー

ジングの品質と密接に関連しており、高精度な装置は歩留まり向上と信頼性確保に不可

欠です。新工場では、最新の製造技術と自動化を導入し、生産効率と品質を最大化する

ことで、増加する世界的な需要に応える体制を構築します。

背景・業界文脈

AI技術の進化は、半導体業界に大きな変革をもたらしており、特に高性能なAIチップの

需要が爆発的に増加しています。これに伴い、後工程であるパッケージングの重要性が

かつてなく高まっており、高度なパッケージング装置の供給能力が半導体サプライチェ

ーン全体のボトルネックとなる懸念も生じています。Towaの今回の投資は、日本の半

導体装置産業が世界的なAIチップブームにおいて果たす役割の大きさを改めて示すもの

であり、供給能力の強化を通じて、グローバルなAI技術の発展を側面から支える戦略的

意義を持っています。



今後の展望

2029年の新工場稼働開始により、TowaはAIチップパッケージング市場におけるリーデ

ィングポジションをさらに強固なものにするでしょう。この投資は、先進パッケージン

グ装置の安定供給に貢献し、AIチップの生産拡大を支援することで、AI技術のさらなる

普及と進化を促進します。また、日本政府が推進する半導体産業強化策とも連携し、国

内の半導体サプライチェーンのレジリエンス向上にも寄与することが期待されます。こ

の新工場は、AI時代における日本の製造業の競争力を象徴する存在となるでしょう。

参考技術解説：ボンディング：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-bonding/

参考技術解説：CoWoS：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

cowos/

参考技術解説：パッケージ基板：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-

end-term-package-substrate/

元記事: http://www.globtechwire.com/articles/towa-plans-new-japan-factory-as-ai-chip-

demand-drives-advanced-packaging

収集日: 2026年10月09日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)
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#14 IbidenのABF基板｜AIサーバーCPU・GPU向け供

給不足と2027年予測

概要

Ibidenは、AIシリコンの面積と層数に適合する認定済みハイエンドABF基板容量の深

刻な不足により、市場における優位性を強めています。IntelとAMDのサーバーCPU出

荷は、2027年に新しいプラットフォームの基板面積が56%から63%拡大することに

より、それぞれ36%増、62%増と予測されており、CPUにおけるABF基板のギャップ

がさらに拡大する見込みです。特にGPUとEMIB-Tは最高級の容量を消費しており、

Rubinはパネルあたり12ユニット、TPU V9 / Trainium 4はわずか4ユニットしか生

産できません。

公開日 2026年10月05日  FUNDA | Substack  アメリカ



詳細

主要成果

Ibidenは、AIシリコンの面積と層数増加に追いつかない、認定済みハイエンドABF

（Ajinomoto Build-up Film）基板の供給不足によって、市場での支配力を一層強めて

います。この不足は、特にGPUや高性能CPUといったAI向け半導体の生産における深刻

なボトルネックとなっており、Ibidenの製品需要が急増しています。

技術・臨床詳細

AIの進化に伴い、チップレット統合や高帯域幅メモリ（HBM）を搭載するAIチップの

パッケージは、より大型で多層のABF基板を必要とします。Intel/AMDのサーバーCPU

出荷は、2027年に向けて新たなプラットフォームが登場し、基板面積が既存モデル比

で56%〜63%拡大すると予測されており、CPU関連のABF基板需要はそれぞれ36%

増/62%増となる見通しです。GPUもまた、最高級のABF容量を大量に消費しており、

例えばNVIDIAのRubinアーキテクチャではパネルあたりわずか12ユニット、Googleの

TPU V9やTrainium 4では4ユニットしか生産できないと報告されています。これは、

これらの高性能チップが極めて複雑な基板を要求するためであり、製造の難易度と時間

が大幅に増加していることを示しています。

背景・業界文脈

ABF基板は、高性能なCPUやGPUなどの複雑な半導体パッケージにおいて、ダイとプリ

ント基板（PCB）間の電気的接続を確立するために不可欠な材料です。AIの爆発的な成

長により、HBMとの組み合わせやチップレットを統合するCoWoSのような先進パッケ

ージングの需要が急増し、それらを支えるABF基板の供給が追いついていません。特

に、歩留まりや信頼性が要求されるハイエンドのABF基板の製造には高度な技術と長い

認定期間が必要であり、これが供給不足を悪化させる要因となっています。



今後の展望

ABF基板の供給不足は、短期的にはAIチップの生産能力拡大を制限する主要なボトルネ

ックの一つとして継続すると予測されます。Ibidenのような主要サプライヤーは、この

市場状況を背景に、高い価格交渉力と収益性を持続すると見られます。今後、サプライ

ヤー各社は生産能力の増強を進める一方で、AIチップメーカーは安定供給確保のために

複数サプライヤーの認定を進めるか、あるいは基板設計の最適化や代替材料の検討を進

める可能性があります。この需給ひっ迫は、半導体サプライチェーン全体に大きな影響

を与え続けるでしょう。

参考技術解説：チップレット：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

term-chiplet/

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考技術解説：ビルドアップフィルム：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-term-buildup-film/

参考企業解説：イビデン： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-ibiden/

参 考 企 業 解 説 ： Intel ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-intel/

参 考 企 業 解 説 ： AMD ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-amd/

元記事: https://fundaai.substack.com/p/deepibiden-the-substrate-sellers
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#15 Elephantechの先進パッケージングセンター｜AI

基板の2027年増産

概要

日本のPCB・基板技術開発企業Elephantechが、2027年3月に東京・豊洲に新たな先

進パッケージングセンターを開設すると発表した。この新センターは、AIサーバー向

けの高性能PCBおよびパッケージ基板の製造を規模拡大し、同時にR&Dを加速するこ

とを目的としている。同社独自のナノ材料と精密インクジェットプロセスを活用するこ

とで、より高密度な相互接続を持つ次世代基板の生産体制が整い、急増するAI需要へ

の対応力を高める。

公開日 2026年10月08日  Evertiq  日本



詳細

主要成果

日本のPCBおよび基板技術開発企業であるElephantechは、2027年3月に東京に新し

い豊洲先進パッケージングセンターを開設し、AIサーバー向けPCBおよびパッケージ基

板の生産能力とR&Dを大幅に強化すると発表しました。この戦略的投資は、AIチップの

性能を最大限に引き出すための重要なボトルネックである先進パッケージング基板の供

給不足を解消することを目的としています。

技術・臨床詳細

新センターでは、Elephantechが独自開発したナノ材料と精密インクジェットプロセス

技術が用いられます。この技術は、従来の製造手法に比べてはるかに高密度な相互接続

を持つPCBおよびパッケージ基板の製造を可能にします。AIチップは膨大なデータを高

速で処理する必要があるため、チップと基板間のデータ転送速度と電力効率が極めて重

要であり、Elephantechの技術はこの要求に応えるものです。これにより、複雑なAIプ

ロセッサと高帯域幅メモリ（HBM）を統合する上で不可欠な、より微細な配線幅とス

ペースを実現します。

背景・業界文脈

近年、AIサーバーおよび高速ネットワーキングの需要は世界的に急増しており、これに

伴い高性能なPCBおよびパッケージ基板の供給不足が深刻化しています。特に、ABF

（Ajinomoto Build-up Film）基板を含む先進材料の不足は業界全体の課題となってい

ます。Elephantechの今回のセンター開設は、このボトルネックを解消し、日本の半導

体サプライチェーンにおける重要な役割を強化する戦略的な動きと見られています。日

本政府もAIと半導体産業インフラ強化のため、2030年度までに10兆円以上の公的資金

を投じる方針を打ち出しており、Elephantechの取り組みはこうした国家戦略とも合致

します。



今後の展望

豊洲先進パッケージングセンターの稼働により、ElephantechはAIインフラ市場におけ

る競争力を大きく高め、国内外の主要顧客への供給能力を拡大するでしょう。また、こ

のセンターは製造拠点としてだけでなく、継続的なR&Dのハブとしての機能も果たし、

将来的にさらに高度なAIチップが求める次世代パッケージング技術の開発をリードする

ことが期待されます。これは、日本の技術が世界のAI半導体エコシステムにおいて不可

欠な存在であり続けるための重要な一歩となります。

参考技術解説：パッケージ基板：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-

end-term-package-substrate/

参考技術解説：HBM：https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-term-

hbm/

参考技術解説：ビルドアップフィルム：https://troy-technical.jp/semiconductor-

back-end-term-buildup-film/

参 考 企 業 解 説 ： 味 の 素 ： https://troy-technical.jp/semiconductor-back-end-

company-ajinomoto/

元記事: https://evertiq.com/design/2026-10-08-elephantech-to-open-advanced-packaging-

centre-in-tokyo
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